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MEMORIA DESCRIPTIVA

3

Los componentes para dispoélciones de semiconduc—
tores, especialmente cajas o cuerpos envolventes o cuerpos
de soporte, a base de compuestos de materius plasticas cola=-
das o moldeadas, han resultado ser muy ventajosos vara mon-

tar y construir disnosiciones de semiconductores. = =« = « =

S9in embargo, las disposiciones de semiconductores
con cuerpos semiconductores completamente inclufdos en matow
rial aislante presentan en muchog casos un comvortamiento
de funcionamiento térmico desfavorable, causado por las co-

racteristicas del material aislante, y Ffrecusntemente sdlo

"pueden sobrecarzarse de manera limitada. — = = = = = = = -

Son conocidos unos modos de sjecucidn en los que
estos inconvenientes se reducen mediante una unidn superfi-
cial de la caja de materia pléstica con un comnonente meté-
lico de refrigeracidn, mediante sobredimensionudo de la to-
talidad de las piezas individuales de la disposicidn con el
£fin de aumentar lu capacidad calorifica, mediante el adicio-
namiento de aditivos que incrementan la conductividad teér-
mica al material sislante, o mediante la inclusidn de sa-

lientes de refrigeraciSn en la envoltura de materis plésti-

’ca, concretamente & una distancia tan reducida como sea po~-

gible de la superficia. Sin embargo, en muchos casog estas
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medidag adiclonales tam»oco conducen al resultado apetecido
y exigen ademus, zspecialinente en el caso de componentes
semiconductorss para nequefizs cargas de corriente, un dis-
pendio técnico y econdmico frecuentemente indeseable que
contrarresta ampliamenie laus ventajas obtenldas en el dise-

flo y en lu fabricacidn de estos componentes semiconductores.-

Las disposiciones de semiconductores que presen—
tan un cuerpo de soporie que sirve simulténeamente como se=
micajz inferior vara la tablata semiconductora y una semica-
ja superior a base de materia pléstica, son en muchos casos
miyy costosos en vistus a la configuracidn del cuerpo de so-
porte ¥y a su uniodn con las tabletus semiconductoras nara
cargas medianas o elevadas de corriente. Al empezar el fun-
cionemiento de estus disposiciones pueden ocurrir tensiones
mecénicas en la semicaja superior a bagse de materia pldsti-
ca, debido = una diferente dilatacidn tormica de las semi—-
cajas y un calentamiento mis rdpido del cuerpo de soporte.
Finalmente, estas disposiciones de semiconductores no son
utilizables en a-uellos cagos de aplicacidn en que el cuer-—
po de sonorte para los semiconductores no nuede llevar nin-

qin potencial eléctricOs = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ta invencién tiens por objeto la creacién de dis-
vogicliones de semiconductores con una caja de material als-
lante que no tengun los inconvenientes de que adolecen los
medos de ejecucién conocidos, pero que conserven las venta-

jas unidas a la utilizacion de componentes de material aig-



56

10.

15

20.

25.

A N
sinsaEan cs P

1o0bGs = = = m - = mm == .

Ta invencidn se refiere a wna disposicidn de semi-
conductores en la gue una o varias tabletus semiconductorus

colocadas en la disposicion eléctrica deseada se fijan en

un cuerpo de soporte le materia ceramica que sirve simulti-

neamente de semicaja inferior y estan inclufdas de modo fi-
= . 14 .’ , .
jo, conjuntamente con orgmnos de conexion electrica, en una

o , . . - " . -
materia plastica que Fforma la semicajuo SUNEYLOr. = = = = -

TLa Patente alemana 1.021.491 describe un procedi-
miento pare la preparacidn de une disposicion de semiconduc—
tores en la sue los Organos de conexion eléctrica de un cuer-
po semiconductor dispuesto entre placas de muteria cerdmica
gon llevadas a nrueba de vacio a través de estas plucas y
en la que una estructura de este tipo esta envuelta por to-
dog sus lados por un compuesto aislante, preferentemente ce-
ra. La disposicidn debe resolver, sin embarzo, el nroblema
de evitar la penetracidn de humedsd a 1o largo de los Orga-
nos de conexidn eléctrica hastae el cusrno del sémiconductor.
Con la egtruectura propuesta no se logra mejorar la evacug-

cidn del calor de disinacifNe. — — = = = = = = = = = = = = ~

Ha sido propuesto asdemis, llevar hucia fuera los
drganos de conexidn eléctrica de cusrpos de semiconductores
que forman un circuito reetificador y estan dispuestos en
una cépsula de materia cemimica, & través de taladros meta-
lizados situados en un lado de la cdpsula vy rellenar la cap-

sula con unas resina. fambién esta vropuesta de solucidn que



10.

15.

20

25.

37& L&Jg
ris egolyver el Iroblema de evitar la influencia perjudicial

que sjsrce sobre el cuerpo semiconductor la humedad que mene-

tre a lo largo de los Organos de conexiodn eléctrica. El pro-
blema impuesto a la invencidn no queda resuelto por las dis-

nosiciones propusstas. = = = = = = = - - - - - - n .- - -

Ta invencion estriba en aue el cuerpo de soporte
estd configurado en forma de pluca, es de una cerdmica de
oxidos eléctricamente aislante con buena conductividad térmi-
ca dentro de la sama de itemperaturas de funcionamiento de la
disposicidn y presentu en zonas predeterminzdas del borde
unos salientes o entrantes de trazado adecuado, porque el
cuarso de soporte estd metalizado en una de sus cards, sien-
do plano en la caru opussta parz su contactacidon termica y
estando tratado de modo adecuado en su superficie, y porque
la semicuja superior de materia pléstica envuelve los salien
tes del cuerpo de soporte o encuja en Llos entrantes del cuer-
po de soporte y estd ﬁnida & eSte Ultimo de modo mecénica-

mente fijoe = = = = = = = .- _- - - - - - .- -

Hediante los ejemplos de ejecucion representados
en las figuras 1 a 4 se sefialan y explican la estructura y
el modo de funcionumiento del objeto de la invencidn. En la
fisura 1 se ha renresentado en secciodn transversal, concre-
tamente on una seccidn @ lo largo de la linea 4B segin la
figura 2, una disposicidn de semiconductores. En la figura
2 88 ha repressntado une vista en planta un circuito de rec-

v o 7 . r
tificacion en pusnbe sin encunsular con una estructura segun

RN
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lao fSgura 1. fn la figura 3 se ha representado, igualmente
en una vista en planta, un circuito en puente de corrisnte
trifdsica. En la fizura 4 se ha representado un elemento de
rectificacidn de semiconductores para elevadas cargas de co-
rriente. Para plezas iguales se han utilizado en todas las
figuras siempre las mismas denominaciones. ®n la figura 1 se
ha designado por 1 un cuerpo de soporte de material aislante
en forma de placa, de ceramica de Oxidos de buena conducti-
vidad térmica, eléctricamente aislante, por ejemplo de oxido
de aluminio u déxido de berilic. Ta superficie inferior del
cuerpo de soporte 1 ha sido configurado de forma plana y tra-
tado de modo adecuado para conseguir un buen contacto termi~
co con olementos de refrigeracion contisuos. La superficie
superior, opuesta a esta ultima, ha sido metalizada para si-
tﬁar sobre la misma tabletas semiconductoras 3, y subdividi-
da de acuerdo con la disposicidn y la cantidad de las table-
tas semiconductoras. En por lo meﬁos dos lados Trontales,
preferehtemente opuestos entre si, ol cuerpo de donorte 1
tiene un saliente en formz de nervio l1a que sirve para la
unidn fija por encajamiento con un cuernpo envolvente 5 ds

material aislontGe = = @ = = @ = = e .- - - om o o e

@n la metalizacidn o metalizaciones 2 se hun si-
tuado de modo fijo, gesin el cireulto v/ /o sexin la capaci-
dad de carga de corriente admimible, un nimero de tzbletas
semleconductoras 3, preferentemente por soldadura, y contace

. ' 0}
tados mediante uno o varlog Orgunos de conexidn eldctrica 4
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péra‘fofmar'la corraspondiente disposicidn eléctrica. Fsta
disposicidn estd rodeads de una envolbura 5 de material plas-
tico que encierra el cuerpo de soporte 1 hasta debajo de los
sulientes 1a, asezurando de esta manera una unidn fija de

lag dos sesmicajas 1 y 5. Paru esite fin, el cusrpo de sonorte
presenta an las nartes de superficie previstas para la uniodn
cbn el material plistico una rugosidad de superficie adecue=

da‘-——o-—-——-—-n———-———--——-—-——-.---

H1 cuerpo le soporte 1 pusde tener configuracidn
poliszonal o redonda 5 nrosentar tambion en vez de los salienf
tes 1o on forma de nervio unos entrantes en forma de nervio
desarrollados del mismo modo. Las salientes o entrantes 1a
pueden transcurrir ademis formando un remate con el canto co-

. PR ’o .
rregpondiente a la superficie metalica,:, = = - = = w @ = = «

Pare conseguir disposiciones de rectificacidn de
gemiconductores con el circuito deseado y estructura compac~
ta, las tabletas semiconductoras estén dispuestas con pola-
ridud eléctrica diferente. Pafa la amplia fijacidn superfi-
cial de una o0 varias tabletas semiconductoras 3 sobre el elec-
trodo de contacto correspondiente, son adecuados los Organos
4 de conexidn eléctrica, cuya configuracion puede ser por
ejemplo en forms de arco y de forma plana en caso nacesario.
La disposicion sezin la invencidn estd fijada, para la eve-
cuacidn Optims del calor de disipacidn, a través de la super=
ficie inferior plana del cuerpo de soporte 1, a unz chapa de

refrigeracion 6 adaptuda a la forma necesaritie = = = = = = =



5.

10,

15.

20.

371169

né figura 2 muestra on vista en planta la disposi-

bién representada en la figura 1, pero desprovista ds 12 en-
voltura 5 de material aislante. Como ejemplo de ejecucidn se
ha elegido un circuito de puente de semiconductores. Para as-
te fin se han disvuesto dos tabletas semiCOnduétoras 3 en ca~
da una de las netaligaciones 2 en forma de tira separadas por
una rendija de aislamiento 7 corresnondiente y en la polari-
dad eléectrica correspondiente. Liog drganos 4 de conexion aléc=
trica, que forman las conexiones para la corriente alterna,
han sido llevados a sus sectores descublertos dentro de la
disposicion de modo adecuado para conservar une distancia de
aislamiento suficiente respecto & piezas de potencial eléetri-
¢o distinto, y transcurren preferentemente de modo paralelo
desde wno de los lados frontalss de la disposicion. Bn un puns=
to adecunado del extrsmo opuesto a los contactos de corriente
alterna de las netalizaciones 2 se ha dispuesto en cada una
de las mismas un Oorgano 8, 9 de conexidn eléctrica, cuya dis~
posicidn y direceidn coincide preferentemente con el drgano

4 de conexidn eléctrica situado en el lado opuesto, estando
unido de modo fijo al cuerpo de soporte metalizado y forman-
do un contacto de corriente continua. Para una buena unidn
superficial de los Organos 8, 9 de conexidn eléctrica con el
cuerpo de soporte metalizado 1, sirve por ejemplo en cade ca-
g0 un taladro nmetalizado de modo adecuado nara efectuar un
enchufe o una muesca para introducir en ella el extremo del

- ’
Bl cuerpo de soporte 1 vuede presentar segun el
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di@énéﬁéﬁgdqry_su objeto de utilizacidn, en uno de los lados
frontales o en laudos frontales opuestos unza oreja 10 en forma
de placa con un asujero de fijacidn 11, tal como se ha esboza-
do por laus 1lineas de trazos cortados en la figura 2. Para evi-
tar tensiones mecénicas en la fijacidn hay que prever even-
tualmente medidus especiules a causa de la baja resistencia

a 1os esfuerzos de flexidn del material COTrEMLCOs = = = = = =

in la figura 3 se muestre un circuito en puente de
corriente trifdsica 12, a modo de la estructura de una dispo-
sicidn de semiconductores renresentada en la figura 2. ILas
metalizacionss 2 forman cada vez un polo comin para los orga-

nos 8, 9 de conexion eléctrica. = — = = = = = = = = = = = =

ILa estructura de disposiciones de semiconductores
Segin la invencidn no estd limitada a los ejemplos de ejecu-
cidn que se han mostrado, sino que son adecuadas, de modo co=-
rrespondiente, para todos los circultos de rectificacion de
semiconductores, asi como para la combinacidén con elementos -
gemlconductores diferentes y para la disposicion de uno o vaw
rios circuitos sobre un cusrpo de soporte. Los Organos de co=
nexidn eléetrica vara uno o varios circuitos o para uno o va-
rios elementos semiconductores pueden estar llevados y dig=
puestos de modo potestativo. Ta estructura segin la invencidn
es también adecusnda, ademis, para slementos semiconductores
de elevada capacidad de carga de corriente admisible. Bn lg
figura 4 ée ha representado un ejemplo de ejecucidn de la -

misma. 8Bl saliente en forma de nervio 1a segﬁn la representa~
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cion en la figura 1 estd dispuesto en el canto superior del

gmﬁu

cuerpo de soporte 1. Sobre la metalizacion 2 de la superfi-
cie superior del cuerpo de sopoxrte estd situada la disposi~
cidn que comprende de modo de por si conoccido, por ejemplo,
una tableta semiconductora 14, un disco de contacto 15, por
ejemplo de molibdeno, asi{ como una conexidn superior a la co=-
rriente con una pieza de contacto 16 y un conductor f£lexibls
17. Para la contactacion de la tableta semiconduchora en su
superficie unida al cuerpo de soporte 1 sirve un Organo 18

de conexion e;éctrica, que puede estar configurado por ejem=—
plo de modo anular en el sector previsto para la contacta-
cidn y estd fijado sobre la superficie metalizada, rodeando
preferentemente la tableta semiconductora. Esta estructura
esté encerrada en un material aislante 5 susceptible de re-
cibir forma pﬁr colada o prensado, segdn un modo squivalente
a la disposicidn de la fizura 1 y a su utilizacidn. La fija-
cidn de un elemento semiconduchtor de este tinc sobre un com
ponente metdlico de refrigeracidn es la misma que se ha pre-
visto en tipos conocidos de elementos de rectificacidn de
semiconductores de las llamadas clases de base plana. La es-
tructura representada en la figura 4 presenta especialmente
ventajag dehido al hecho de que se prescinde del cuerpo base
metalico de los modos de ejecucidn conocidos, el cual es cose
toso por su elaboracion y ulterior tratamiento, y se prescin-
de ademés del disco de molibdeno o tungsteno necesario co-
rrientemente entre el cuerpo base y la tableta semlconducto=

ra, asi como de un numero de etapas de proceso exigidas en
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relacion ¢on 13 citados componentes. = = = = ~ = = = = - =

Para presparar un dispogsitivo de semiconductores se-
gan la invenciodn, ge sitian sobre la superficie o las super—
ficies metalizadas de un cusrpo de soporte de configuracion
adecvada una o verias tabletas semiconductoras con una pola—
ridad eléctrica previamente establecida por el circuito desea
do de los componentes, fijéndose preferentemente por solda=
dura. Luezo se unen de modo fijo mediante procedimientos co-~
nocidos los oOrgenos 4, 8 y 9 de conexidn eléctrica, mediante
dispositivos, tanto con la superficie o las superficies meta-
lizadas 2 como con el electrodo o los alectrodos de contacto
descubiertos de las tabletus semiconduchtoras. i continuacion
se efectia la inclusidn de la disposicidén dentro de una masa
endurecible susceptible de colada o prensado, la cual puede
contener en caso necesario unos aditivos adecuados para au- 3
mentar la conductibilidad térmica. Los Srganos de conexidn
eldctrica se fijan de modo adecuado para su inclusidn en la
masa de material aislante parsa que queden aseguradas de modo
perfecto unas conexiones llevadas con una separacion deseada

conveniente en la disposicion de semiconductores terminada. -

Para la Tabricacidn econdmica en serie de disposi-
ciones de semiconductores, el cuerpo de soporte puede fabri—.
carse por ejemplo en forma de barra y presentar en uno de
sus costados escotaduras 13 en forma de franjas a distancias

siempre izuales perpendicularmente al eje longitudinal, tal
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como Se he esboéado en la fizura 3 mediante 1ineas de trazos,
de manera que despues de la ejecucidn simultdnea de las oD~
raciones de fabricacidn descritas mis arriba sobre las super-
ficles metalizadas del cuerpo de soporte y despucs de cortar
sl mismo & lo largo de las escotaduras 13 se dispone de una
cantidad correspondiente de disposiciones terminzdas. Ezta
ventajosa fabricacion racional es aplicable tanto en el easo
de disposiciones de semiconductores de baja capacidad de capr=
ga de corriente admisible con varios componentes, como tame
bién en el caso de componentes de rectificacidn de semicon-
ductores de media y elevada capacidad de carga de corriente

BAMIEIDlOs = = = = = = = = = cm . ——- - m—— - - ----

Las ventajas de la disposicion segun la invencidn
eatriban en que mediante la utilizacion de un cuerpo de so-
porte de la més sencilla conficuracion a base de dxido metd-
lico, el cual sirve de cuerpo base y semicajas inferior, la
evacuacion del calor de disipacion esté dada con una inten—
gidad como la que existe aproximadamente tambien cuando se
utilizan cuerpos de soporie metdlicos, y porque mediante la
sujecion directa de un numero deseado de tabletzs semicon=
ductoras y por su encapsulamiento conjuntamente con sugs par=
tes de conduceidn de corrients mediante una muteriu plastica
endurecible se obtiene unu estructura de disposiciones de ge—
miconductores de los modos de ejecucion mds diversos, sor—

prendentemente sencilla, econdmica y mecénicamente solida.
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Se declaran de novedad y propiedad para Bspafla, sus

territorios y plazas de soberania, las siguientes: - — = - —

REIVINDICACIONE S

1.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de se~

miconductores, en las que uha o varias tabletas semiconducto-

ras colocadas en lu disposicidn eléctrica deseada se fijan
en un cuerpo de soporte de muteria ceramica que sirve simul-
taneamente de semicaja inferior y ostan incluidas de modo fi-
jo, conjuntamente con Organos de conexiodn eléctrica, en una
materia pléstica que forma la semicaja superior, caragteriza-
dos porque el cuerno de soporte estd configurado en_farma de
placu, es de una ceramlca de Oxidos eléctricamente aislante
con buena conductividad teérmica dentro de la gama de tempera-
turas de funcionamiento de la disposicién y presehta en zo-
nas nredeterminadas del borde unos salientes o entrantes de
trazado adecuado, porque el cuerpo de soporte estd metalizado
en una de sus caras, siendo plano en la cara opuesta para su
contactacion térmica y estando tratado de modo adecuado en

su superficie, y porque la semicaja superior de materié plés—
tica envuelve los salientes del cuerpo de soporte o encaja en
los entrantes del cuerpo de soporte y'esté unida a este ulti-

mo de modo mecinicumente Fijo. = = = = = = = = = = = - = = =

2.~ Parfeccionamientos en las disposiciones de se~-

&
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nicontussores fegun reivindicueidn 1, caracterizados porque

el cuerpo de soporte tiene configuracion poligonal o redonda

¥y es de oxido de aluminio o de 6xido de berilite = =~ = = = -

3.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de se-
miconductores sezin reivindicacidén 1 y 2, caracterizados por-
gue los salientes y/o entrantes de la superficie envolvente
del cuerpo de soports vresentan una seccion poligonal o re-

QONATe = = o on wn on = o= v o me - m e . = e m e = em e = e ma -

4.~ Perfeccionamientos en las disposiciones de se-
miconductorss segin reivindicacidn 1 a 3, caracterizados por-
que los salientes y/o entrantes estan dispuestos en sechores
opusstos entre sl de la superficie envolvente del cuerpo de

BOPOLHRe = = @ @ m = = = = = = e - - - e - ... .-

5~ Perfeccionamiasnios en las digpogiciones do semi-
conductores segin reivindicacidn 4, caracterizados porque los

salientes y/o entrantes son de trazado cerrad0s = = = = = =

6.~ Porfeccionamisntos en las disposiciones de semi-
conductores segun reivindicacion 1 a %, caracterizados porgue,
para la formacidn de un circuito de rectificacidn nredetermi-~
nado, dos o mas comvonentes de rectificacidn de semlconducto-
res de la capacidad de carsa de corrients admisible correspon~
diente estan disvuestos sovre el cuerpo de soporite de mute-
ria cerdmica con la adecuada poluridad eléetricu y unidn eléc—
trica reciproca y vorque los respectivos Srgunos de conexiodn

(] (} ’
sléctrica presentan, en caso necesario, un: separacion adecua=
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da para lo uhbilizacion en placas de conductoresS. — = = = = -

T.= Perfeccionamientos en las disposiciones de semi=

conductores segin reivindicacion 1 a 5, caracterizados porque

en el cuerpo de soporte esta dispuesta una tableta semiconduc- -

tore de elevada capacidad de corriente de carga admisible,
porque sobre la m@%alizaeién del cuerpo de soporte esta fija-
do un conductor para lu contactacidn de una de las caras de |
la tableta semiconductora y en el electrodo de contacto des-
cubierto de la tableta semiconductora estd fijado otro cons-
ductor, y porque esta estructura esid inclufda de modo ade-

cuado en una nass 2islante = = = = @ . - - - - - - - - - -

8.~ "PERFECCIONAMIHNDCS EN TAS DISPOSICIONES DE SE
MICONDUCTORES"s = = = = = = = = = = - m e e ama- (R

Todo ello conforme se describe y reivindica en la

prosente memoria que consta de quince hojas, foliadas y meca-
nografiadas por unz sola de sus caras, y de una lémina de di-

bujos que la ilustra.

BARCELONA, 20 T3 13;39
FA M CURELLS

ey
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